Diody

1. Dioda prostownicza
2. Dioda stabilizacyjna (Zenera)

3. Dioda pojemnosciowa (warikap,
waraktor)




1. Dioda prostownicza
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Dziatanie diody prostowniczej
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Dziatanie diody prostowniczej
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Dziatanie diody prostowniczej
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Linearyzacja charakterystyki diody
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Linearyzacja charakterystyki diody
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Reprezentacja zlinearyzowanej diody
na schemacie obwodu elektrycznego



2. Dioda stabilizacyjna (Zenera)
Ztacze spolaryzowane w kierunku zaporowym (wstecznym)
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2. Dioda stabilizacyjna (Zenera)

Przebiciem ztacza PN nazywa sie zjawisko gwattownego wzrostu
pradu przy polaryzacji ztgcza w kierunku zaporowym napieciem
wiekszym od napiecia przebicia.
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Charakterystyki diody dla przebicia tunelowego (Zenera)
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Dioda Zenera

- Wykorzystuje zjawisko Zenera ( przebicie tunelowe)

- Pracuje przy napieciach wstecznych

- Napiecie przebicia w niewielkim stopniu zalezy od pradu wstecznego,
zachowuje niemal statg wartosc¢ okreslang jako napiecia Zenera

- Napiecia Zenera jest rzedu kilku — kilkudziesieciu voltow
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Charakterystyki katalogowe diod Zenera

Breakdown characteristics
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Charakterystyka i symbole diody Zenera
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Prosty stabilizator wykorzystujgcy diode Zenera
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Charakterystyka idealna diody



Prosty stabilizator wykorzystujgcy diode Zenera
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Charakterystyka rzeczywista diody
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Prosty stabilizator wykorzystujgcy diode Zenera
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Wyznaczenie punktow prostej pracy

Metoda Thevenina




el

Prosty stabilizator wykorzystujgcy diode Zenera
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Metoda Thevenina
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Linearyzacja charakterystyki diody Zenera
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Linearyzacja charakterystyki diody Zenera
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Schemat obwodu elektrycznego stabilizatora
z modelem zlinearyzowanym diody Zenera




Dioda pojemnosciowa

Dioda pojemnosciowa — dioda potprzewodnikowa, w ktorej
wykorzystuje sie zjawisko zmiany pojemnosci ztgcza p-n pod
wpltywem zmiany napiecia przytozonego w kierunku zaporowym.
Zmiana pojemnosci diody jest bardzo niewielka, zwykle od

6 pF do 20 pF, przy zmianach napiecia od 2 do 20 V.

Konstrukcja ztgczy stosowanych w diodach pojemnosciowych jest
specjalnie przystosowana do wykorzystania tej wtasciwosci; diody
pojemnosciowe sg wykonywane zazwyczaj z krzemu lub arsenku galu.
Diody pojemnosciowe sg zoptymalizowane pod wzgledem mozliwosci
wykorzystania pojemnosci barierowej ztgcza.
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Ztacze spolaryzowane w kierunku zaporowym (wstecznym)
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Dioda pojemnosciowa

Diody
szerokos¢ obszaru zuboZonego
Szerokosc¢ obszaru zubozonego w nosniki zalezy od napiecia przylozonego

do diody. Wyrazenie na szerokosc da sie obliczyc z prawa Gaussa.
(Na przyklad B.G.Streetman, rozdzial 5.2.3). Otrzymujemy:
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Dioda z obszarem zubozonym moze byc¢ traktowana jako kondensator.
Zmiana napiecia przylozonego do diody powoduje zmiang
pojemnosci kondensatora.



Dioda pojemnosciowa

Z1acze p-n — pojemnosc zlaczowa
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Charakterystyka diody pojemnosciowej
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Dioda pojemnosciowa

‘warikapy (od ang. variable capacitance, zmienna
pojemnosc), o pojemnosci 10-500 pF, uzywane gtoéwnie
w uktadach automatycznego strojenia jako elementy
obwododw rezonansowych,

waraktory (od ang. variable reactance, zmienna
reaktancja), o pojemnosci 0,2—-20 pF, uzywane gtownie w
zakresie wysokich czestotliwosci, jak rowniez
mikrofalowym (5—200 GHz); znajdujg zastosowanie na
przyktad w powielaczach czestotliwosci.




